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【年通号数】公開・登録公報2013-028
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月14日(2014.11.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板上に絶縁膜を介して接着されたＧｅ層又はＳｉＧｅ層を有する素子形成用基板
であって、
　前記絶縁膜は、酸化膜、高誘電率絶縁膜、及び金属元素とＧｅとの金属化合物絶縁膜を
含む複数の膜の積層構造であることを特徴とする素子形成用基板。
【請求項２】
　支持基板上に絶縁膜を介して接着されたＧｅ層又はＳｉＧｅ層を有する素子形成用基板
であって、
　前記絶縁膜は、酸化膜、高誘電率絶縁膜、及びＧｅ酸化膜を含む複数の膜の積層構造で
あることを特徴とする素子形成用基板。
【請求項３】
　前記酸化膜は、Ｓｉ酸化膜であることを特徴とする請求項１又は２に記載の素子形成用
基板。
【請求項４】
　前記支持基板は、Ｓｉ基板であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の
素子形成用基板。
【請求項５】
　Ｇｅ基板の表面上に金属元素とＧｅとの金属化合物絶縁膜を形成する工程と、
　前記金属化合物絶縁膜上に高誘電率絶縁膜を形成する工程と、
　前記金属化合物絶縁膜及び前記高誘電率絶縁膜が形成された前記Ｇｅ基板と表面に酸化
膜が形成された支持基板とを、前記高誘電率絶縁膜と前記酸化膜とを接触させて接着する
工程と、
　前記支持基板に接着された前記Ｇｅ基板を、該Ｇｅ基板の裏面側から研磨して薄くする
工程と、
　を含むことを特徴とする素子形成用基板の製造方法。
【請求項６】
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　Ｇｅ基板の表面上に高誘電率絶縁膜を形成する工程と、
　プラズマ酸化又は熱酸化により、前記Ｇｅ基板と前記高誘電率絶縁膜との間に、Ｇｅ酸
化膜を形成する工程と、
　前記高誘電率絶縁膜及び前記Ｇｅ酸化膜が形成された前記Ｇｅ基板と表面に酸化膜が形
成された支持基板とを、前記高誘電率絶縁膜と前記酸化膜とを接触させて接着する工程と
、
　前記支持基板に接着された前記Ｇｅ基板を、該Ｇｅ基板の裏面側から研磨して薄くする
工程と、
　を含むことを特徴とする素子形成用基板の製造方法。
【請求項７】
　前記酸化膜は、Ｓｉ酸化膜であることを特徴とする請求項５又は６に記載の素子形成用
基板の製造方法。
【請求項８】
　前記支持基板は、Ｓｉ基板であることを特徴とする請求項５乃至７のいずれかに記載の
素子形成用基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一態様に係る素子形成用基板は、支持基板上に絶縁膜を介して接着されたＧｅ
層又はＳｉＧｅ層を有する素子形成用基板であって、前記絶縁膜は、酸化膜、高誘電率絶
縁膜、及び金属元素とＧｅとの金属化合物絶縁膜を含む複数の膜の積層構造であることを
特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、本発明の別の一態様に係る素子形成用基板の製造方法は、Ｇｅ基板の表面上に金
属元素とＧｅとの金属化合物絶縁膜を形成する工程と、前記金属化合物絶縁膜上に高誘電
率絶縁膜を形成する工程と、前記金属化合物絶縁膜及び前記高誘電率絶縁膜が形成された
前記Ｇｅ基板と表面に酸化膜が形成された支持基板とを、前記高誘電率絶縁膜と前記酸化
膜とを接触させて接着する工程と、前記支持基板に接着された前記Ｇｅ基板を、該Ｇｅ基
板の裏面側から研磨して薄くする工程と、を含むことを特徴とする。
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